

Master: L3						
Module : Optronique et Photonique
					Corrigé type
Exercice 1 (7 points)
1. Alpha=2.03*A/d.            (1pt) 
2.  Absorption, émission spontanée et émission stimulée         (1pt)
3. Iph= q* ϕ*(1-R)*(exp(-alpha*d)) (1pt)
4. [image: Photodiode PIN — Wikipédia]      (1pt)
5. Lamda=1.24/Eg ; f=c/lamda ; f=(5.45*1014 Hz ; 1*1015 Hz)      (1pt)
6. Les matériaux appropriés pour réaliser une photodiode devant détecter une radiation lumineuse de longueur d’onde égale à 0.84 μm sont : Le Si ; AsGa ; Ge et le GaInAs.               (1pt)
7. T=4np/(1+np)2 ; donc T=95%. (1pt)
8. La photodiode est conçue pour détecter rapidement la lumière et fournir un signal électrique précis, tandis que la cellule photovoltaïque est optimisée pour produire de l’énergie électrique à partir de la lumière. (1pt)
  Exercice 2: (6 points) 
S=5 cm2, d= 1µm, A= 65% n= 2.8 λ=860 nm, ϕ=5*1017 Photons/S P= 2 mW. 
1- T=1-R-A 
R=(1-n)2/(1+n)2      R=0.27                    (0.5pt)
T=0.08=8%                                                  (1pt)
2- Iph=q* ϕ*(1-R)*(1-exp(-alpha*d))   
Alpha=2.03*A/d(cm), alpha = 1.31*104 cm-1.            (1pt)
Is=9 nA. (kT/q=26 mV), I=Is exp(qV/nKT) +Iph
Iph=0.085 A                                                                    (1.5pt)
Iglobal1(V=-0.1)=0.085 A
Iglogal2(V=2)=0.085 A					
3- ratio1= 118 dB ; R1= 4.25 A/W                                                    (2 pt)
ratio2= 139 dB.      ; R2=4.25 A/W
ratio3= 128 dB.      ; R3=4.25 A/W
       	         
 Exercice 3: (6 points)
rrad=14%, rnon-rad=68%, I=22mA, 
1- Eg=1.424+1.266x+0.266x2
Eg1(x=0.3)=1.82eV, lamda1=1.24/Eg1, lamda1=678 nm
Eg2(x=0.6)=2.28eV, lamda2=1.24/Eg2, lamda2=543 nm             (2pt)    
2- Résistance de protection de la led =V-Vseuil/I
R=226 Ω. 						 (1pt)                  
3- [image: ]
ni= 17%
 lamda=hc/Eg, lamda =583 nm.       (2pt)
 
4- [image: ]
Pint=8 mW                                     (1pt)
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